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「グラファイト様層状構造を有する B/C/N 系材料の作製と 

エネルギー・環境分野への応用」 

大阪電気通信大学  川口 雅之 氏 
１） B/C/N 系材料の作製条件と結晶構造の関連 

２） リチウムイオン・ナトリウムイオン二次電池負極への応用と可能性 

３） 光触媒への応用の可能性 

講演では、まず、グラファイト様層状構造を有し、ホウ素および/あるいは窒素を含む B/C/N 系材料の作

製条件と組成・結晶構造などの関連をお話します。次に、B/C/N 材料と B/C 材料については、Li イオン・

Na イオン二次電池負極材料への応用を検討中です。中でも、B/C 材料は Li イオン二次電池負極として約

600 mAh/g の可逆容量を示し、レート特性も良好です。また、Na イオン二次電池負極として 280 mAh/g の

充放電容量を示しました。最後に、C/N 材料については、軽元素のみで光触媒特性を示すという興味深い

結果も得られていることについて紹介します。 

 

「次世代半導体製造における超高温プロセス材料の課題と 

高耐熱材料炭化タンタルの応用」 

    東洋炭素株式会社  鳥見 聡 氏 
１） 次世代半導体製造プロセスにおける黒鉛および複合材の課題 

２） 次世代半導体製造プロセス材料に用いられる炭化タンタル（TaC） 

３） TaC の特徴と TaC/Ta 複合材料内の C 拡散機構 

４） TaC/Ta 複合材料を用いた半導体 SiC 熱化学エッチング処理技術への応用 

省エネルギー化が期待される SiC、GaN、AlN 単結晶などの次世代ワイドバンドギャップ半導体材料の製

造では、2000℃をはるかに超える高温環境や反応性の高いガス雰囲気などの苛酷なプロセス環境に耐え

うる材料が求められます。本講演では、非常に高い 3985℃の融点を有する高耐熱材料炭化タンタル（TaC）

からなる TaC/Ta 複合材料を取り上げ、その特徴および応用事例として新たな半導体 SiC 表面加工プロセ

スとなる熱化学エッチング処理技術について報告します。 

 

CPC 研究会 講演会事務局 行 e-mail: sec@cpc-society.org または FAX: 029-861-8936 
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